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Opis:

Gtéwnym celem projektu jest zbadanie pseudopotréjnych tlenkdw powstajgcych w uktadach
Ga,03 Al;0s3-1n,05 oraz Li,0-Ga,03-In,03, ze szczegdlng uwagg na wystepujgce w tych uktadach zwigzki
o strukturze jednoskosnej typu B-Ga,0s3 oraz ze strukturg spinelu typu LiGasOs.

Cel projektu:

Gtéwnymi wynikami projektu beda: (i) lepsze zrozumienie podstaw witasciwosci optycznych
i elektronicznych tlenkéw szerokoprzerwowych zawierajgcych Ga, (ii) zbadanie mozliwosci dostrajania
wiasciwosci fizycznych materiatdw poprzez réznicowanie ich sktadu chemicznego i wytwarzanie
stopdw, (iii) otrzymanie i scharakteryzowanie nowych tlenkdw zawierajgcych Ga o dodatkowych
wiasciwosciach oraz (iv) ocena mozliwosci ich zastosowan w elektronice duzej mocy, detektorach UV
nieczutych na promieniowanie stoneczne lub luminoforach o wydtuzonym czasie $wiecenia.
Priorytetowym aspektem jest otwarcie na zupetnie nowe mozliwosci tworzenia polarnych urzadzen
potprzewodnikowych dla elektroniki o wysokiej mocy jesli przewodnictwo typu p zwigzkéw Liiss (Ga
In)sOg zostanie potwierdzone. Realizacja proponowanego projektu zapewni solidng podstawe pod
mozliwos¢ poprawy wtasciwosci funkcjonalnych badanych poétprzewodnikéw tlenkowych
zawierajgcych Ga. To z kolei zapewni silny impuls do dalszego rozwoju tych materiatéw i ich
praktycznego wykorzystania do tworzenia nowych urzadzen optoelektronicznych o lepszych niz dotgd
wtasciwosciach.

Wymagania:

- zainteresowanie badaniami eksperymentalnymi w dziedzinie fizyki ciata statego oraz inzynierii
materiatowej,

- znajomos¢ komputera na poziomie uzytkownika zaawansowanego (Windows, MS Office,
Origin, Mathcad itp.),

- dobra znajomos¢ jezyka angielskiego,

- umiejetnos¢ oraz chec pracy w zespole.

Finansowanie:

Stypendium: fundusze z projektu 5000 PLN miesiecznie, przed odjeciem obligatoryjnych
sktadek ZUS (~15%), przez 36 miesiecy, co daje okoto 3794 PLN netto/miesigc w latach 1-2, oraz
(po zdaniu egzaminu $rodokresowego) okoto 4932 PLN netto/miesigc w 3 roku i okoto 4739 PLN
netto/miesigc w 4 roku.

Kontakt: zhydach@ifpan.edu.pl
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